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Mitsubishi Electric desenvolve novo modulo de semicondutores de poténcia
totalmente de SiC de 6,5 KV que oferece a densidade de poténcia mais

elevada do mundo
Ir4 resultar no fabrico de equipamento elétrico mais pequeno e mais eficiente para transportes

ferroviarios e sistemas de energia elétrica

TOQUIO, 31 de janeiro de 2018 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje o

desenvolvimento de um modulo de semicondutores de poténcia totalmente de carboneto de silicio (SiC) de
6,5 kV, que se cré que ofereca a densidade de poténcia mais elevada do mundo (calculada a partir da tenséo e
corrente nominais) entre mdodulos de semicondutores de 1,7 kV a 6,5 kV. Este dispositivo oferece uma
densidade de poténcia sem precedentes gragas a estrutura original do modelo, com um transistor de efeito de
campo de semicondutor de 6xido metdlico (MOSFET) e um diodo integrados num tUnico chip, num
involucro redesenhado. A Mitsubishi Electric espera que o moddulo resulte no fabrico de equipamento
elétrico mais pequeno e com maior eficiéncia energética para transportes ferroviarios de alta tensdo e
sistemas de energia elétrica. No futuro, a empresa continuara a desenvolver a tecnologia e a realizar mais

testes de fiabilidade.

Prototipo de um modulo de semicondutores de poténcia totalmente de SiC de 6,5 kV
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Funcionalidades

1) A tensdo nominal mais elevada em moédulos totalmente de SiC devera resultar no fabrico de
equipamento eletrénico mais pequeno e mais eficiente
- 6,5 kV de tensdo nominal, a mais elevada entre modulos de semicondutores de poténcia de
transistores bipolares de porta isolada (IGBT) de silicio
- Tecnologia totalmente de SiC que melhora a densidade de poténcia e a eficiéncia, proporcionado
igualmente frequéncias de funcionamento mais elevadas para equipamento eletrénico de alta tensdo
mais pequeno e com maior eficiéncia energética
2) Estrutura original com um Unico chip e um novo invélucro que permitem uma dissipacdo de calor e
tolerancia ao calor superiores
- Zona do chip drasticamente reduzida gragas a integracdo do MOSFET e do diodo num tnico chip
- Substrato de isolamento com propriedades térmicas superiores e tecnologia fiavel de colagem por
cravacdo de afundamento que facilitam a dissipacéo de calor e a tolerancia ao calor
- 93 kVA/cm® de densidade de poténcia, a mais elevada do mundo entre mdédulos de semicondutores

de 1,7kVa6,5 kV

Modulo de semicondutores de poténcia totalmente de SiC vs. médulo IGBT de silicio convencional

) Frequéncia de
Densidade de i .

) Perda de poténcia funcionamento

poténcia )

prevista
Modulo totalmente de SiC 1,8* 1/3 4
Modulo IGBT de silicio - . |
convencional

Nota: os valores foram normalizados para corresponderem aos valores do modulo IGBT de silicio convencional da Mitsubishi
Electric

*Corresponde a 9,3 kVA/cm®

“Corresponde a 5,1 kVA/cm®

Detalhes
Os modulos de semicondutores de poténcia totalmente de SiC da Mitsubishi Electric abrangem um intervalo

completo de tensdes nominais, incluindo o novo médulo de poténcia totalmente de SiC de 6,5 kV, e sdo
superiores aos modulos de semicondutores de poténcia IGBT de silicio. Convencionalmente, os circuitos de
poténcia utilizam dois mddulos de semicondutores de poténcia ligados em série, o que requer uma alta
tensdo superior as tensdes nominais dos modulos. O novo moédulo nico, com uma tensdo nominal mais
elevada, simplifica consideravelmente o circuito. Além disso, a substitui¢do dos médulos IGBT de silicio por
moédulos totalmente de SiC permite reduzir consideravelmente a perda de comutagdo. E igualmente possivel
aumentar a frequéncia de funcionamento do circuito para ser compativel com componentes periféricos mais

pequenos, o que resulta no fabrico de equipamentos mais compactos.
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Os moédulos de semicondutores de poténcia convencionais utilizam dois chips de semicondutores separados,
um com um MOSFET e outro com um diodo. A Mitsubishi Electric integrou o diodo no chip do MOSFET
para reduzir drasticamente o tamanho do mddulo de poténcia. Além disso, adotou um novo substrato de
isolamento com condutividade térmica e tolerancia ao calor elevadas, fruto de um esfor¢o colaborativo que
envolveu quatro fabricantes de materiais. A colagem com o substrato de isolamento tornou-se possivel

gragas a tecnologia fiavel da Mitsubishi Electric.

Qutras caracteristicas

O novo modulo de poténcia totalmente de SiC serd compativel com os mdodulos IGBT de silicio da série

HV 100 da Mitsubishi Electric.

Enquadramento
Os equipamentos eletronicos sao utilizados em varios eletrodomésticos, maquinaria industrial e transportes

ferroviarios, onde se verifica uma tendéncia de maior eficiéncia energética, dimensdes reduzidas e altas
tensdes. A Mitsubishi Electric esta a substituir os seus médulos de semicondutores de poténcia de silicio
convencionais por médulos de semicondutores de poténcia de SiC com maior eficiéncia energética enquanto
componentes essenciais de equipamentos eletronicos. A empresa ja havia comercializado um inversor de
tracdo com moddulos de semicondutores de poténcia totalmente de SiC de 3,3 kV para transportes
ferrovidrios em 2013.

O desenvolvimento de um moédulo de poténcia totalmente de SiC de 6,5 kV pela Mitsubishi Electric foi
apoiado por um projeto financiado pela New Energy and Industrial Technology Development Organization
(NEDO). Além dos quatro fabricantes de materiais mencionados anteriormente (DOWA Electronics
Materials Co. Ltd., Mitsubishi Materials Corp., Denka Co. Ltd. e Japan Fine Ceramics Co. Ltd.), o projeto
conta ainda com a participacdo de trés universidades (Tokyo Institute of Technology, Shibaura Institute of
Technology e Kyushu Institute of Technology) e de um instituto de investigagdo publico (National Institute
of Advanced Industrial Science and Technology).

Patentes
Patentes pendentes para a tecnologia anunciada neste comunicado de imprensa: nove no Japao e trés no

estrangeiro.

H#

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com mais de 90 anos de experiéncia no fornecimento de produtos fidveis e de alta qualidade, a Mitsubishi

Electric Corporation (TOQUIO:6503) é um lider mundial reconhecido na produgio, marketing ¢ venda de

equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicagdes e processamento de informagdo, exploragao

espacial e comunicagdes por satélite, equipamento eletronico, tecnologia industrial, equipamento de

constru¢do, energia e transporte. Integrando o espirito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do
seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecologica lider a nivel

mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou vendas de grupo consolidadas no

valor de 4 238,6 mil milhdes de ienes (37,8 mil milhdes de ddlares*), no ano fiscal que terminou a 31 de

margo de 2017. Para mais informagdes:

www.MitsubishiElectric.com

*A uma taxa de cambio de 112 ienes para o doélar americano, determinada pelo mercado de cambio de
Toquio a 31 de margo de 2017
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